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１．概要（Summary） 

近年、フィルム基板上に配線回路を形成し、その配線

上に半導体チップなどの機能素子を実装する、フレキシ

ブルハイブリッドエレクトロニクス（ＦＨＥ）に関する技術が

注目を集めている。我々もフレキシブルデバイス開発の一

環として、フィルム基板上への微細配線形成技術に関す

る研究・開発を進めている。そこで、我々はより小さく高機

能な素子を実装するために、フィルム基板上においても、

ガラス基板などの硬質基板と同等の狭ピッチデザインル

ールにて配線を形成する技術の検討を進めており、フォト

リソグラフィーを中心とした配線形成プロセスを検討中で

ある。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速マスクレス露光装置 

【実験方法】 

8 インチウェハーガラスに貼合したフィルム基板上を用

いて、レジスト塗布、露光、現像を実施した。パターンレイ

アウトは弊社で準備したものを、高速マスクレス露光装置

にインプットし、露光を実施した。本試作は、多層配線形

成が必要であり、層間膜やメタル形成は他の機関を利用

し層形成を行った。 

使用レジスト：TMMRP-W1000T (東京応化製) 

使用基板  ：８インチフィルム付ガラスウェハー 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

リソ後の TEGパターンサンプルを 自社にて顕微鏡観

察をした結果を Fig. 1に、レイアウト寸法と仕上がり寸法

を Fig. 2に示す。所望の寸法に仕上げるためのレイアウ

ト寸法がわかった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・他の機関の利用：三次元半導体研究センター 

・技術支援者：大里 啓孝 （NIMS微細加工 PF） 

        ：津谷 大樹 （NIMS微細加工 PF） 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

・なし 

 

６．関連特許（Patent） 

・なし 

Fig. 1 Microscope images of the TEG pattern 

Fig. 2 Mask linearity plot for TMMR P-W1000T 


